
Учреждение образования 
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ»

УДК 621.315.592

ПАВЛЮКОВЕЦ 
Сергей Анатольевич

ВЫРАЩИВАНИЕ И СВОЙСТВА 
МОНОКРИСТАЛЛОВ ХАЛЬКОГЕНИДОВ FeIn2S4 И FeIn2Se4 
ДЛЯ ШИРОКОПОЛОСНЫХ ФОТОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата технических наук

по специальности 05.27.06 -  Технология и оборудование для производства 
полупроводников, материалов и приборов электронной техники

Минск 2012

Би
бл
ио
те
ка

 БГ
УИ
Р



Работа выполнена в учреждении образования «Белорусский государственный 
университет информатики и радиоэлектроники».

Боднарь Иван Васильевич, 
д-р хим. наук, профессор, заведующий 
кафедрой химии учреждения образования 
«Белорусский государственный университет 
информатики и радиоэлектроники»

Официальные оппоненты: Добрянский Валерин Михайлович.
д-р техн. наук, профессор, профессор 
кафедры общей физики учреждения 
образования «Белорусский государственный 
аграрный технический университет»

Залесский Валерий Борисович, 
канд. техн. наук, заведующий лабораторией 
фотоэлектрических преобразователей 
ГНУ «Институт физики им. Б.И. Степанова 
НАН Беларуси»

Оппонирующая организация Учреждение образования
«Белорусский государственный 
технологический университет»

Защита состоится « 20 » июня 2013 г. в 14.00 на заседании совета по защите 
диссертаций Д 02.15.03 при учреждении образования «Белорусский 
государственный университет информатики и радиоэлектроники» по адресу: 
220013, г. Минск, ул. П. Бровки, 6, корп. 1, ауд. 232, тел. 293-89-89, e-mail: 
dissovet@bsuir.by.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке учреждения образования 
«Белорусский государственный университет информатики и

Би
бл
ио
те
ка

 БГ
УИ
Р

mailto:dissovet@bsuir.by


Би
бл
ио
те
ка

 БГ
УИ
Р



Би
бл
ио
те
ка

 БГ
УИ
Р



Би
бл
ио
те
ка

 БГ
УИ
Р



Би
бл
ио
те
ка

 БГ
УИ
Р



Би
бл
ио
те
ка

 БГ
УИ
Р



Би
бл
ио
те
ка

 БГ
УИ
Р



Би
бл
ио
те
ка

 БГ
УИ
Р



Би
бл
ио
те
ка

 БГ
УИ
Р



Би
бл
ио
те
ка

 БГ
УИ
Р



Би
бл
ио
те
ка

 БГ
УИ
Р



Би
бл
ио
те
ка

 БГ
УИ
Р



Би
бл
ио
те
ка

 БГ
УИ
Р



Би
бл
ио
те
ка

 БГ
УИ
Р



Би
бл
ио
те
ка

 БГ
УИ
Р



Би
бл
ио
те
ка

 БГ
УИ
Р



Би
бл
ио
те
ка

 БГ
УИ
Р



Би
бл
ио
те
ка

 БГ
УИ
Р



Би
бл
ио
те
ка

 БГ
УИ
Р



Би
бл
ио
те
ка

 БГ
УИ
Р



Би
бл
ио
те
ка

 БГ
УИ
Р



Би
бл
ио
те
ка

 БГ
УИ
Р



S Y M M A R Y  

Siarbei A . Panliukavets 

G row th  and properties o f the FeIn2S4 and FeIn2Se4 single crystal 
chalcogenides for wideband photoconverters

Keywords: Bridgman and Bridgman-Stockbarger methods, single crystals, 
chalcogenides, physicochemical properties, surface-barrier structures, photovoltaic 
properties.

Objective: Determination of optimal temperature conditions for the synthesis 
and growth of optically homogeneous FeIn2S4 and FeIn2Se4 single crystal 
chalcogenides, ascertaining percularities changes in their physicochemical, thermal, 
optical, electrical and magnetic properties, as well as the formation of 
photoconverters o f natural radiation on their basis.

Results and their novelty: For the first time optimal conditions of synthesis 
and growth of FeIn2S4 and FeIn2Se4 homogeneous single crystal chalcogenides of 
~ 14 mm in diameter and ~ 50 mm length were determined. Their composition, 
structure, unit cell parameters, density, microhardness, temperature and melting 
character, parameters of hyperfine interactions of iron ions were investigated. For 
the first time by the dilatometric method thermal expansion in the temperature range 
of 80-600 К was studied. The thermodynamic parameters for the as-grown single 
crystals were counted. From transmission spectra in the temperature range of 
20-300 К energy band gap o f FeIn2S4 and FeIn2Se4 chalcogenides was determined. 
For compounds obtained according to reflectance IR-spectra for the first time there 
were determined frequencies parameters for transversal сото and longitudinal а>ш 
phonons, attenuation coefficient gn, em Eo and the effective charges (effective ionic 
charge, Szigeti and Bom charges). The magnetic properties study in the 4-310 К 
temperature range and 0-14 T magnetic fields were carried out. The experimental 
evidences that single crystals are spin glass are presented. Surface-barrier structures 
on FeIn2S4 and FeIn2Se4 single crystal chalcogenides were created and their 
photovoltaic properties were investigated.

Efficiency: The results of the work were introduced into education process in 
BSUIR. Grown single crystals were used in SSPA «Scientific-Practical Materials 
Research Centre of NAS of Belarus» to create multilayer periodic structures 
«ferromagnet/semiconductor» and study their properties.

Field o f application: The creation of the new generation of devices opto-, 
micro- and nanoelectronics.

22

Би
бл
ио
те
ка

 БГ
УИ
Р



Би
бл
ио
те
ка

 БГ
УИ
Р




